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Telefunken Diode BAX12 Datasheet
Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Schutzdiode in Fernsprechvermittiungsanlagen

Applications:

Besonders Merkmale:

@ Definiertes Durchbruchvarhalten

Abmessungen in mm

Protection diode in telephone switching systems

Features:

® Controlled avalanche characteristic

Dimensions in mm
RATHODE . 3.8 2058
CATHRE )
L 1
T ': I ': T Mormgehduse
i Casze
b 26— - 8 - 56 A 2 DIN 41883
o JEDEC DO 41
Gewicht - Weight
max. 0,15 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung
Reverse voltage
I{BR}S 600 mA, E= 5 mWs, f] =25%C UH ") a0 v
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
Ip =1 HE ’FSM [:] A
!p =13 ;FSM 1,5 A
Pariodischer DurchlaBspitzenstrom TERM BOO i
Repetitive peak forward currént
SpitzendurchlaBstrom im Durchbruch
Breakdown peak current
In =0,1ms I{BH] 600 méA
Sperrschichttemparatur U 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg =65 ... +200 %

Storage temperature range

I:I Eing hohere Spannung darf angelegt warden:

bei 5 > 25°C mufl £ um 0,015 mWsrPC
varringart werden

a) bei Rechieckimpulsen T'= 50 ms, ".% =00
b) bei Dreleckimpulsen 7= 50 ms, £~ = 0,02

it can be exceeded:

whin fj = 25%C, E must be reduced al the rate
af 0.015 mWs/”C

&) by square wave pulse T= 50 ms, i% =0.01

b) by right-angle triangle pulse 7= 50 ms, %E— =002
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BAX 12
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Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
{ = Bmm, nL= konstant
canstant

KenngréBen
Characteristics

f = 25°C, falls nicht anders angegeben

unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
IF = 200 mA

Sperrstrom
Reverse current
I'.,'F' = 80V
UR = 90V, .I'J = 150°C

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
fg = 1mA

Diodenkapazitat
Dipde capacitance
Ug =0 f=1MHz
Rickwartsernalzeit
Reverse recovery fime
{p = 30mA, Ug = 3V, R = 1000,
ig = 1ma
';R = 3ImA
Sperrverzigerungsladung

Reverse recovery charge
fp=10mA, Ug = 5V, R = 5000

Ur 0.85
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